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¢wiczenie RTG1

zapoznanie sie z budowg i obstugg aparatu RTG

urzadzenia stosowane w radiografii cyfrowej ogolnej — testy specjalistyczne:

wysokie napiecie; czas ekspozycji; wydajnosci lampy RTG
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Instytut Metrologii i Inzynierii Biomedycznej A4

\ / Laboratorium aparatury rentgenowskiej dozymetrii i nanodozymetrii a

Kontrola jakosci urzqdzen diagnostycznych

wykorzystujgcych promieniowanie jonizujgce

Urzqdzenia stosowane w radiogrdfii ogdlnej cyfrowej. Testy specjalistyczne:
Nazwa testu:
1. Wysokie napiecie
2. Czas ekspozycji

4. Wydajnosé lampy rentgenowskiej
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\ / Laboratorium aparatury rentgenowskiej dozymetrii i nanodozymetrii a

UWAGA:

Nalezy pamietac, ze wykonanie serii ekspozycji w krotkim czasie

stwarza niebezpieczenstwo przecigzenia lampy RTG.

Zaleca sie, zeby minimalny odstep pomiedzy kolejnymi ekspozycjami wynosit 30 sekund.

Przed wykonaniem testow nalezy wygrzac lampe RTG zgodnie z zaleceniami producenta.

Na zajeciach laboratoryjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac:
e zasad ochrony radiologicznej
e regulaminu zajec laboratorium KJUD

e regulaminu pracy z aparatem rentgenowskim Flexavision HB firmy Shimadzu

zyczymy przyjemnych zajec :)
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Wykaz aparatury:
- Unfors Xi
- stojak do detektora
- liniat

- poziomica

1. Wysokie napiecie
1.1 Dokladnos$¢ ustawienia wysokiego napiecia

1. Ustawi¢ detektor na stole aparatu w osi wigzki w odlegto$ci minimum 15 cm od powierzchni stotu i minimum
50 cm od $cian i przedmiotéw rozpraszajgcych tak, aby oznaczone na powierzchni detektora pole znajdowato sie
w $rodku obszaru objetego wigzkg promieniowania X. O$ dluga detektora powinna sie pokrywaé z osig lampy

RTG, a powierzchnig detektora powinna by¢ réwnolegta do powierzchni stotu aparatu RTG.
2. Wyznaczy¢ odlegtos¢ ognisko lampy RTG — detektor
3. Za pomocg ogranicznikdw ograniczy¢ pole promieniowania po rozmiaréw detektora.
4. Ustawi¢ parametry ekspozyciji:
wysokie napiecie: np. 50 kV
obcigzenie czasowo-pragdowe: 4 mAs
wykona¢ ekspozycje zapisujgc wskazania detektora.

5. Powtorzy¢ pomiary dla co najmniej 3 innych nominalnych wartosci wysokiego napigcia np. ze skokiem 20 kV

przy statych nastawach wartosci obcigzenia prgdowo-czasowego, zapisujgc wskazania detektora.
6. Dla kazdej nominalnej wartosci wysokiego napiecia obliczy¢ odchylenie zmierzonej warto$ci wysokiego napiecia

od wartosci nominalne;.

Kryterium oceny wynikéw:
Dla klinicznie stosowanego zakresu wysokiego napiecia, odchylenie zmierzonej wartoSci wysokiego napiecia od

wartos$ci nominalnej wynosi maksymalnie £10 %.

1.2. Powtarzalnos¢ wartosci wysokiego napiecia

1. Ustawi¢ detektor na stole aparatu w osi wigzki w odlegtosci minimum 15 cm od powierzchni stotu i minimum
50 cm od $cian i przedmiotow rozpraszajgcych tak, aby oznaczone na powierzchni detektora pole znajdowato sie
w srodku obszaru objetego wigzkg promieniowania X. O$ dituga detektora powinna sie pokrywac¢ z osig lampy

RTG, a powierzchnig detektora powinna by¢ rownolegta do powierzchni stolu aparatu RTG.
2. Wyznaczy¢ odlegto$¢ ognisko lampy RTG — detektor
3. Za pomocg ogranicznikdéw ograniczy¢ pole promieniowania po rozmiaréw detektora.

4. Ustawi¢ parametry ekspozyciji:
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f\ Instytut Metrologii i Inzynierii Biomedycznej .,‘
N — 74 Laboratorium aparatury rentgenowskiej dozymetrii i nanodozymetrii a8
wysokie napiecie: np. 50 kV

obcigzenie czasowo-pragdowe: 4 mAs

wykonaé 5 ekspozycji zapisujgc wskazania detektora.
5. Obliczy¢ wartos$¢ srednig z wartosci zmierzonych.

6. Dla kazdej zmierzonej wartosci wysokiego napiecia obliczy¢ odchylenie zmierzonych wartosci wysokiego

napiecia od wartosci srednie;j.

Kryterium oceny wynikow::
Dla pieciu kolejnych pomiaréw warto$ci wysokiego napiecia wybranej z zakresu stosowanego klinicznie,

odchylenie zmierzonych warto$ci wysokiego napiecia od warto$ci $redniej wynosi maksymalnie £5 %

1.3. Wartos¢ wysokiego napiecia przy zmianie natezenia pradu

1. Ustawi¢ detektor na stole aparatu w osi wigzki w odlegtosci minimum 15 cm od powierzchni stotu i minimum
50 cm od sScian i przedmiotow rozpraszajgcych tak, aby oznaczone na powierzchni detektora pole znajdowato sie
w srodku obszaru objetego wigzka promieniowania X. O$ diuga detektora powinna sie pokrywaé z osig lampy

RTG, a powierzchnig detektora powinna by¢ rownolegta do powierzchni stotu aparatu RTG.
2. Wyznaczy¢ odlegto$¢ ognisko lampy RTG — detektor
3. Za pomoca ogranicznikdéw ograniczy¢ pole promieniowania po rozmiaréw detektora.

4. Ustawi¢ parametry ekspozyciji:

wysokie napiecie: jak w punkcie 1.2.
natezenie pradu: najmniejsza mozliwa warto$¢
czas ekspozycji: 10 ms

wykonaé ekspozycje zapisujgc wskazania detektora.

5. Powtdrzy¢ pomiary dla 4 innych ustawien natezenia pradu przy statych nastawach wartosci wysokiego napiecia

i czasu ekspozyciji, wykonujgc ekspozycje dla danej wartosci pradu, zapisujac wskazania detektora.

6. Dla kazdej warto$ci wysokiego napiecia zmierzonej przy zmianie natezenia prgdu obliczyé odchylenie od

wartosci Sredniej.

Kryterium oceny wynikéw::
Dla klinicznie stosowanej wartosci wysokiego napiecia i roznych wartoSci natezenia pradu z zakresu stosowanego

klinicznie odchylenie zmierzonych warto$ci wysokiego napiecia od warto$ci $redniej wynosi maksymalnie £10%.
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2. Czas ekspozycji

1. Ustawi¢ detektor na stole aparatu w osi wigzki w odlegtosci minimum 15 cm od powierzchni stotu i minimum
50 cm od $cian i przedmiotdw rozpraszajgcych tak, aby oznaczone na powierzchni detektora pole znajdowato sie w
srodku obszaru objetego wigzkg promieniowania X. O$ dtuga detektora powinna sie pokrywa¢ z osig lampy RTG, a

powierzchnig detektora powinna by¢ rownolegta do powierzchni stotu aparatu RTG.
2. Wyznaczy¢ odlegto$¢ ognisko lampy RTG — detektor
3. Za pomocg ogranicznikdéw ograniczy¢ pole promieniowania po rozmiaréw detektora.

4. UstawiC parametry ekspozyciji:

wysokie napiecie: np. 50 kV
natezenie pradu: najmniejsza mozliwa wartos¢
czas ekspozycji: np. 10 ms

5. Powtorzy¢ pomiary dla 5 innych ustawien czasu ekspozycji (z zakresu ponizej i powyzej 100 ms) przy statych
nastawach wartosci napiecia i oraz zapisujgc wskazania detektora.

7. Dla kazdej nominalnej wartosci czasu ekspozycji obliczy¢ odchylenie zmierzonej wartosci czasu ekspozycji od

wartosci nominalne;j.

Kryterium oceny wynikéw:.
Dla nominalnych warto$ci czasu ekspozycji wybranych z zakresu stosowanego klinicznie odchylenie zmierzonej

wartosci czasu ekspozycji od warto$ci nominalnej wynosi maksymailnie +20 % dla czaséw nie krétszych niz

100 ms oraz £30 % dla czasow krotszych niz 100 ms.
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4. Wydajnos¢ lampy rentgenowskiej
4.1. Wydajnos$¢ lampy rentgenowskiej

1. Ustawi¢ detektor na stole aparatu w osi wigzki w odlegto$ci minimum 15 cm od powierzchni stotu i minimum
50 cm od $cian i przedmiotow rozpraszajgcych tak, aby oznaczone na powierzchni detektora pole znajdowato sie w
srodku obszaru objetego wigzkg promieniowania X. O$ dtuga detektora powinna sie pokrywa¢ z osig lampy RTG, a
powierzchnig detektora powinna by¢ rownolegta do powierzchni stotu aparatu RTG.

2. Wyznaczy¢ odlegtos¢ ognisko lampy RTG — detektor
3. Za pomocg ogranicznikéw ograniczy¢ pole promieniowania po rozmiaréw detektora.
4. Ustawi¢ parametry ekspozyciji:
wysokie napiecie: 80 kV
obcigzenie czasowo-pragdowe: np. 4 mAs
wykona¢ ekspozycje zapisujgc wskazania detektora.
5. Wyznaczy¢ wydajnos¢ lampy RTG uwzgledniajac odlegto$¢ ognisko lampy RTG — detektor.

6. Obliczy¢ warto$¢ srednig wydajnosci lampy RTG.

Kryterium oceny wynikéw::
Dla ekspozycji wykonanych przy catkowitej filtracji lampy 2,5 mm Al. i zmierzonej warto$ci wysokiego napiecia
najblizszej warto$ci 80 kV wydajnos¢ lampy rentgenowskiej w odlegto$ci ognisko - detektor promieniowania

rentgenowskiego rownej 1 m wynosi minimalnie 25uGy/mAs.

4.2. Powtarzalnos¢ wydajnosci lampy rentgenowskiej

1. Ustawi¢ detektor dawki na stole aparatu w osi wigzki w odlegtosci minimum 15 cm od powierzchni stotu
i minimum 50 cm od Scian i przedmiotow rozpraszajgcych tak, aby oznaczone na powierzchni detektora pole
znajdowato sie w $rodku obszaru objetego wigzkg promieniowania X. O$ diuga detektora powinna sie pokrywac

z osig lampy RTG, a powierzchnig detektora powinna by¢ réwnolegta do powierzchni stotu aparatu RTG.
2. Wyznaczy¢ odlegto$¢ ognisko lampy RTG — detektor
3. Za pomoca ogranicznikdéw ograniczy¢ pole promieniowania po rozmiaréw detektora.
4. Ustawi¢ parametry ekspozyciji:
wysokie napiecie: np. 80 kV
obcigzenie czasowo-pragdowe: np. 4 mAs
wykonaé 5 ekspozycji zapisujgc wskazania detektora.
5. Dla kazdej z wykonanych ekspozycji wyznaczy¢ wydajnos¢ lampy RTG uwzgledniajgc odlegtosé ognisko
lampy RTG — detektor.
6. Obliczy¢ wartos¢ srednig wydajnosci lampy RTG.
7. Dla kazdej wyznaczonej wartosci wydajnosci lampy obliczy¢é odchylenie zmierzonych wartosci odchylenia lampy
od wartosci $rednie;.
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Kryterium oceny wynikéw::
Dla pieciu kolejnych ekspozycji wykonanych przy nominalnej warto$ci wysokiego napiecia wybranej z zakresu
stosowanego klinicznie oraz wybranej filtracji stosowanej w warunkach klinicznych odchylenie wyznaczonych

wydajnosci lampy od warto$ci Sredniej wynosi maksymalnie £20 %.

4.3. Wydajnos¢ lampy rentgenowskiej przy zmianie natezenia pradu

1. Ustawi¢ detektor dawki na stole aparatu w osi wigzki w odlegtosci minimum 15 cm od powierzchni stotu
i minimum 50 cm od $cian i przedmiotdw rozpraszajgcych, tak aby oznaczone na powierzchni detektora pole
znajdowato sie w srodku obszaru objetego wigzka promieniowania X. O$ dluga detektora powinna sie pokrywac

z osig lampy RTG, a powierzchnig detektora powinna by¢ réwnolegta do powierzchni stotu aparatu RTG.
2. Wyznaczy¢ odlegto$¢ ognisko lampy RTG — detektor
3. Za pomoca ogranicznikéw ograniczy¢ pole promieniowania po rozmiaréw detektora.

4. Ustawi¢ parametry ekspozyciji:

wysokie napiecie: np. 50 kV
natezenie pradu: najnizsza mozliwa wartos¢
czas ekspozycji: *

* warto$c¢ tak dobrana, zeby spetniac kryterium testu — test powinien by¢ wykonany dla 5 réznych wartosci
natezenia pradu, przy zachowaniu statego obcigzenia prgdowo-czasowego, z uwzglednieniem mozliwosci
technicznych testowanego aparatu RTG

wykona¢ ekspozycje zapisujgc wskazania detektora.

5. Powtérzyé pomiary dla 4 réznych warto$ci natezenia pradu, przy zachowaniu warunku statego obcigzenia

czasowo-prgdowego, zapisujac wskazania detektora.

5. Dla kazdej z wykonanych ekspozycji wyznaczy¢ wydajnos¢ lampy RTG uwzgledniajgc odlegto$¢ ognisko

lampy RTG - detektor.

6. Dla kazdej wykonanej ekspozycji obliczy¢ odchylenie wyznaczonych wydajnosci lampy od wartosci $redniej.

Kryterium oceny wynikéw::
Dla ekspozycji wykonanych przy nominalnej warto$ci wysokiego napiecia wybranej z zakresu stosowanego
klinicznie i r6znych wartosci natezenia prgdu oraz statym obcigzeniu prgdowo-czasowym odchylenie

wyznaczonych wydajno$ci lampy od wartosci $redniej wynosi maksymalnie +20 %.

4.4. Wartos¢ wydajnosci lampy rentgenowskiej przy zmianie obcigzenia pradowo—czasowego

1. Ustawi¢ detektor dawki na stole aparatu w osi wigzki w odlegtosci minimum 15 cm od powierzchni stotu
i minimum 50 cm od Scian i przedmiotéw rozpraszajgcych tak, aby oznaczone na powierzchni detektora pole
znajdowato sie w srodku obszaru objetego wigzkg promieniowania X. O$ diuga detektora powinna sie pokrywac

z osig lampy RTG, a powierzchnig detektora powinna byé réwnolegta do powierzchni stotu aparatu RTG.

2. Wyznaczy¢ odlegto$¢ ognisko lampy RTG — detektor
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3. Za pomocg ogranicznikow ograniczy¢ pole promieniowania po rozmiaréw detektora.
4. UstawiC parametry ekspozyciji:

wysokie napiecie: np. 80 kV

obcigzenie czasowo-pragdowe: np. 4 mAs
wykonaé ekspozycje zapisujgc wskazania detektora.

5. Powtérzy¢ pomiary dla 4 innych nominalnych warto$ci obcigzenia czasowo-prgdowego przy statych nastawach

wartosci wysokiego napiecia, zapisujgc wskazania detektora.

6. Dla kazdej z wykonanych ekspozycji wyznaczy¢ wydajnos¢ lampy RTG uwzgledniajgc odlegtosé ognisko
lampy RTG — detektor.

7. Obliczy¢ wartos¢ srednig wydajnosci lampy RTG.

8. Dla kazdej wykonanej ekspozycji obliczy¢ odchylenie wyznaczonych wydajnosci lampy od wartosci Sredniej.

Kryterium oceny wynikéw:

Dla pieciu kolejnych ekspozycji wykonanych przy nominalnej wartos$ci wysokiego napiecia wybranej z zakresu
stosowanego klinicznie i roznych warto$ciach obcigzenia prgdowo-czasowego w zakresie stosowanym klinicznie

odchylenie wyznaczonych wydajno$ci lampy od warto$ci $redniej wynosi maksymalnie £20 %.
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Urzqdzenia stosowane w radiogradfii ogdlnej cyfrowej.
Testy specjalistyczne

wykonuj acy:

data:

aparat RTG:

warunki srodowiskowe: T[°C] p [hPa] RH [%]

1.1. Doktadno $€ ustawienia wysokiego napi ecia

detektor:
odlegtos¢ ognisko - detektor [mm]
obcigzenie pragdowo-czasowe [mAS] 4

wartos¢ nominalna napiecia Unom [kV]

warto$¢ zmierzona napiecia Ui [kV]

odchylenie Ui od Unom [%]

akceptacja:| TAK [ NIE |

1.2. Powtarzalno $¢ wysokiego napi ecia

detektor:
odlegtosé ognisko - detektor [mm]
obcigzenie pradowo-czasowe [mAs] 4

wartos¢ nominalna napiecia Unom [kV]

warto$é zmierzona napiecia Ui [kV] | [

wartos¢ Srednia napiecia Usr [kV]

odchylenie Ui od USr [%] I |

akceptacja:| TAK [ NIE |

1.3. Warto §¢ wysokiego napi ecia przy zmianie nat ezenia pr adu

detektor:

odlegtosé ognisko - detektor [mm]

warto$é nominalna natezenia pradu Inom [mA] | [

wartos¢ nominalna napiecia Unom [kV]

zmierzone wysokie napiecie Ui [kV] | [

wartos¢ srednia napiecia (z pkt. 1.2.) Usr [kV]

odchylenie Ui od USr [%] I |

akceptacja:| TAK [ NIE |




2. Czas ekspozycji

detektor:

odlegtos¢ ognisko - detektor [mm]

wartos¢ nominalna napiecia Unom [kV]

nominalna wartosci czasu ekspozycji tnom [ms]

wartos¢ zmierzona czasu ekspozycji ti [ms]

odchylenie ti od tnom [%]

akceptacja: |

TAK

NIE




Urzqdzenia stosowane w radiografii ogolnej cyfrowe;.
Testy specjalistyczne

wykonuj acy:

data:

aparat RTG:

warunki srodowiskowe: T [°C] p [hPa] RH [%]

4.1. Wydajno $¢ lampy rentgenowskiej

detektor:

odlegtos¢ ognisko - detektor [mm]

filtracja lampy [mmAl]

filtr dodatkowy [mmAIl]

wartos¢ nominalna napiecia Unom [kV]

wartos¢ zmierzona napiecia U [kV]

wartosc nominalna obcigzenia prgdowo-czasowego [mAS]

wartos¢ zmierzona kermy w powietrzu Ki [uGy]

wydajnos¢ lampy RTG W [uGy/mAS]

wartos¢ srednia wydajnosci lampy RTG [uGy/mAs]

akceptacja:[ TAK | NIE |

4.2. Powtarzalno $¢ wydajno $ci lampy rentgenowskiej

detektor:

odlegtos¢ ognisko - detektor [mm]

filtracja lampy [mmAl]

filtr dodatkowy [mmAIl]

wartos¢ nominalna napiecia Unom [kV]

wartosc nominalna obcigzenia prgdowo-czasowego [mAS]

wartos¢ zmierzona kermy w powietrzu Ki [uGy]

wydajnos¢ lampy RTG Wi [uGy/mAS]

wartos¢ srednia wydajnosci lampy RTG Wsr [uGy/mAs]

odchylenie Wi od WSr [%] | I

akceptacja:[ TAK | NIE |




4.3. Wydajno $¢ lampy rentgenowskiej przy zmianie nat  ezenia pr gdu

detektor:

odlegtos¢ ognisko - detektor [mm]

wartos¢ nominalna napiecia Unom [kV]

wartos¢ nominalna natezenia prgdu Inom [mA]

wartos¢ nominalna czasu ekspozycji tnom [ms]

wartosc nominalna obcigzenia prgdowo-czasowego [mAS]

wartos¢ zmierzona kermy w powietrzu Ki [uGy]

wydajnos¢ lampy RTG W [uGy/mAs]

wartos¢ $rednia wydajnosci lampy RTG W$r [uGy/mAs]

odchylenie Wi od W3r [%] | I

akceptacja:[ TAK | NIE |

4.4. Warto $¢ wydajno $ci lampy rentgenowskiej przy zmianie obci  azenia pr gdowo—czasowego

detektor:

odlegtos¢ ognisko - detektor [mm]

wartos¢ nominalna napiecia Unom [kV]

wartosc nominalna obcigzenia prgdowo-czasowego [mAS]

wartos¢ zmierzona kermy w powietrzu Ki [uGy]

wydajnos¢ lampy RTG W [uGy/mAsS]

wartos¢ srednia wydajnosci lampy RTG Wsr [uGy/mAs]

odchylenie Wi od WSr [%] | I

akceptacja:[ TAK [ NIE |




